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Siemens Transistor BF167 Datasheet

BF 167

NPN-Transistor

fiir regelbare Fernseh-ZF-Verstarkerstufen

Der BF 167 ist ein doppehtdiffundierter NFM-Silizium-Planar-Transistor im Gehause
1B A4DIN 41876 (TO-72).

Die Anschlisse sind vom Gehause elektrisch isoliert.
Der Transistor ist besonders fir regelbare Fermnseh-ZF-Verstirkerstufen geeignet.
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Typ | Bestellnummer — . . . o
= i3
BF 167 | Q60206-X167 5 | Gerduse | f
Ritt-rhde skt
Gewicht etwa 0.4 g Mala in mm
Grenzdaten
Kollektor-Basis-Spannung Uean 40 v
Kollektor-Emitter-Spannung Ueeo 30 v
Emitter-Basis-Spannung Uepn 4 v
Kollektorstrom I 25 md,
Sperrschichttemperatur T 176 “C
Lagertemperatur T —66 bis+176 “C
Gesamtverlustleistung Pk 130 mw
Warmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Renau = 1000 grd /W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehéuse Renag = 650 grd /W
Statische Kenndaten (7T, = 25°C)
Bei folgendem Arbeitspunkt gilt:
Uce Ic Iy 8 Ugg
" mA, ) I./1, v
10 | 4 | 70(s180) | 67(>26) | 07 (<084
Basisstrom (Uea = 2V =Ig = 10 mA) Ig | =11 | ma
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BF 167
Dynamische Kenndaten (T, = 25°C)
Transitfrequenz (Uge = 10V; Iz = 4 mA) fr 3680 MHz
Rauschmal
(Uee=10V:I-=4 mA; A5 =1000:; f=35 MHz) F 3 dB
Ruckwirkungskapazitat
(Uee =10V; I =1 mA; f =107 MHz) -2 0156 pF
Erzielbare Leistungsverstarkung
(Ueg = 10V: Iz = 4 mA; Ff = 35 MHz) Voape 42 dB
Arbeitspunkt: Ugg = 10V, I = 4 mA; f = 356 MHZ
Gi1e =48 m3 I¥i2e| = 37 S D224 = 30 3
by1e = 10 mMS Pia, =-92° bage = 265 pS
Ci1a = 45 pF | ygie! = 95 (= 70) mS Cgze = 1.2 pF
P21 = -23°
Batrisbsdaten eines ZF-Verstirkars mit BF 167 in angegabenar Schaltung
{1, £F-Stufe mit automatischer Verstérkungsregelung £ = 35 MHz)
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Leistungsverstarkung (fz = 4 mA)
siehe Kurve Seite 325 Ve 26 dB
Regelbereich AV, 60 dB
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BF 167
Temperaturabhangigkeit der Kollektorstrom
zulassigen Gesamtverlustieistung Te =f({Ig): Ugg =10V
Pray = F(T): Ay = Parameter
miW ﬂ; B
L TN K i N !
'; Y \ 1 uu.mv--“" o -
MW \ ._;.\xm b 1
M| e - S (e LS (B
‘\__ i
Pty /
\\ \ =] f’
ED M\ \ w |.' =
\ . §-35%
W\ {__ . ]
\ ]
B |
0 - % 1 1 3 imd
] m.___...f 200°C s
Eingangskennlinie Ausga lind
Tg = f(Une): Uee = 10V I = fn?ui:::nfl :nFaranwtar
mi
M a
b k ,ﬁ
£
0
5 1Y 2
1
i - / )
Ugg=0V L
: Z
o i 0 7 =
| ¥ Jp=01mA
’
1] "'/ 0
0 0z 0% Of 0E 1oV ] 0 i y ny
— U e

Datasheet Rev. 1.3 — 02/19 — data without warranty / liability



Siemens Transistor BF167 Datasheet

BF 167
Transitfrequenz Unterer Strauwert der
Fr=f{Ic):Uee =10V Kollektor - Emitter-Spannung
MHz v Uegn = 7 (Rg): Ic = 2 mA;
04 Ae = Parameter
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Leistungsverstarkung
Vo = f{la):
(siehe Schaltbild)
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